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Peĺıculas delgadas déoxido de estãno (SnO2). Fueron depositadas mediante la técnica de roćıo piroĺıtico ultraśonico. Las peĺıculas se
depositaron sobre substratos de vidrio empleando dicloruro de acetilacetonato de estaño [(C5H8O2)2SnCl2] como material fuente y N, N-
DMF como solvente, a temperaturas de 400 a 550◦C. Se presentan las propiedadesópticas, eĺectricas y estructurales de las pelı́culas obtenidas
utilizando un precursor organometálico.

Descriptores:Peĺıculas delgadas; pelı́culas conductoras transparentes; procesos pirolı́ticos.

Tin oxide (SnO2) thin films, were deposited using ultrasonic spray pyrolysis technique. The films were deposited on glass substrates using
tin acetylacetone dichloride [(C5H8O2)2SnCl2], as raw material, and, N, N-DMF as solvent, at temperatures from 400 to 550◦C. The optical,
electric and structural properties of thin films obtained using an organometalic precursor are presented.
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1. Introducción

Los materiales conductores transparentes en forma de pelı́cu-
la delgada han sido ampliamente estudiados [1,2]. Las apli-
caciones que se le han dado a estos materiales son principal-
mente en los dispositivos electrónicos y optoelectŕonicos, que
van desde calentadores de ventanas de aviones hasta disposi-
tivos de imagen de carga acoplada [3]. La creciente demanda
y sofisticacíon de los dispositivos activos y pasivos basados
en conductores transparentes, tiene como consecuencia la ne-
cesidad de buscar nuevos precursores y mejorar las propieda-
des eĺectricas yópticas de los materiales sintetizados. Estas
propiedades dependen fundamentalmente de la microestruc-
tura de las pelı́culas, la cual presenta una gran diversidad de
morfoloǵıas de acuerdo al ḿetodo de deṕosito, del tipo de
precursores y de las condiciones de depósito. Uno de los me-
jores exponentes de los conductores transparentes es elóxido
de estãno (SnO2); sobre este material se ha escrito una gran
cantidad de literatura, no obstante sigue siendo tema de inves-
tigación [4-11]. El SnO2 es un semiconductor degenerado,
con una concentración de portadores de carga del orden de
1019-1020 cm−3, una movilidad de entre 5-30 cm2V−1s−1 y
una resistividad de 10−3 a 10−2 Ω·cm. El SnO2 en forma de
peĺıcula tiene un ancho de banda prohibida directo que va de
3.87 a 4.3 eV. Su transmitancia en el IR cercano y en el visible
es cercana al 80 %, con unı́ndice de refracción de entre 1.8
a 2.0; es un material altamente estable y resistente al ataque
qúımico [12,13]. El SnO2 en forma de pelı́cula ha sido prepa-

rado por varias t́ecnicas entre las que se incluyen depósito de
vapores qúımicos,sputteringy evaporacíon, entre otras [14].
En este trabajo se reportan las propiedades eléctricas,́opticas
y estructurales de pelı́culas delgadas del SnO2, depositadas
mediante la t́ecnica de roćıo piroĺıtico ultraśonico, utilizan-
do como precursor el dicloruro de acetilacetonato de estaño
[(C5H8O2)2SnCl2]. Hasta donde sabemos, es la primera vez
que se reporta la obtención de peĺıculas delgadas de SnO2 a
partir de un acetilacetonato.

2. Detalles experimentales

Las peĺıculas de SnO2 se depositaron mediante la técnica de
roćıo piroĺıtico ultraśonico [15], usando dicloruro de aceti-
lacetonato de estaño [(C5H8O2)2SnCl2] como precursor, di-
suelto en N,N-Dimetilformamida, (N,N-DMF) [16], con una
molaridad de 0.025 M. Los depósitos se llevaron a cabo sobre
substratos de vidrio a temperaturas de 400, 450, 500 y 550◦C.
Un segundo reactor fue utilizado en paralelo para llevar a ca-
bo los deṕositos con la adición de agua deionizada. Como
gas de arrastre se utilizó aire seco con un flujo de 7.5 l/min,
tanto en la solución de estãno como en el aerosol de agua. El
tiempo de deṕosito fue de 5 minutos en todos los casos, con
el fin de obtener espesores similares en todas las pelı́culas. El
ańalisis estructural de las pelı́culas se llev́o a cabo mediante
la técnica de difracción de rayos X, utilizando un difractóme-
tro Siemens D-5000 (Cu Kα, λ= 1.5406̊A). En la carac-
terizacíon de la microestructura y la composición qúımica de


